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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  27/146    (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  27/14    　　　Ａ
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【手続補正書】
【提出日】平成24年12月21日(2012.12.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の行および複数の列を構成するように画素が配列された画素アレイと、
　前記画素アレイにおける行を選択する行選択回路、前記画素アレイにおける列を選択す
る列選択回路、および、前記画素アレイにおける前記列選択回路によって選択された列の
信号を読み出す読出回路を含む周辺回路とを備え、
　前記画素は、フォトダイオードと、浮遊拡散部と、前記フォトダイオードの蓄積領域に
蓄積された正孔を前記浮遊拡散部に転送する転送ＰＭＯＳトランジスタと、前記浮遊拡散
部に現れる信号を増幅する増幅ＰＭＯＳトランジスタと、前記浮遊拡散部の電位をリセッ
トするリセットＰＭＯＳトランジスタとを含み、
　前記増幅ＰＭＯＳトランジスタは、そのゲートがｎ型導電パターンであり、かつ、第１
素子分離領域およびその少なくとも下側部分を覆うｎ型不純物領域によって分離され、
　前記列選択回路に含まれるＰＭＯＳトランジスタは、そのゲートがｐ型導電パターンで
あり、かつ、第２素子分離領域によって分離され、前記第２素子分離領域の下に配置され
た領域におけるｎ型不純物濃度が前記ｎ型不純物領域におけるｎ型不純物濃度よりも低い
、
　ことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記画素アレイにおける素子分離領域および前記周辺回路における素子分離領域がＳＴ
Ｉ（Ｓｈａｌｌｏｗ　Ｔｒｅｎｃｈ　Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ）領域である、
　ことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記ｎ型不純物領域のｎ型不純物が砒素である、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記転送ＰＭＯＳトランジスタのゲートおよび前記リセットＰＭＯＳトランジスタのゲ
ートがｐ型導電パターンである、
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の撮像装置。



(2) JP 2010-206172 A5 2013.2.14

【請求項５】
　前記増幅ＰＭＯＳトランジスタは埋め込みチャネル構造を有し、前記転送ＰＭＯＳトラ
ンジスタおよび前記リセットＰＭＯＳトランジスタは表面チャネル構造を有する、
　ことを特徴とする請求項４に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記増幅ＰＭＯＳトランジスタのソースおよびドレインの最大深さは、第１深さであり
、
　前記列選択回路に含まれるＰＭＯＳトランジスタのソースおよびドレインは、前記第１
深さを有する部分と、前記第１深さよりも深い第２深さを有する部分とを含むＬＤＤ（Ｌ
ｉｇｈｔｌｙ　Ｄｏｐｅｄ　Ｄｒａｉｎ）構造を有する、
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　裏面照射型の光電変換装置として構成されていることを特徴とする請求項１乃至６のい
ずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記増幅ＰＭＯＳトランジスタのチャネル幅が前記リセットＰＭＯＳトランジスタのチ
ャネル幅よりも大きい、
　ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記フォトダイオードの前記蓄積領域の上に配置されたｎ型表面領域と、
　前記蓄積領域の下に配置されたｎ型埋め込み層と、を更に含み、
　前記ｎ型表面領域の主要不純物の拡散係数は、前記埋め込み層の主要不純物の拡散係数
より小さい、
　ことを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記フォトダイオードの前記蓄積領域の下に配置されたｎ型埋め込み層を更に含み、
　前記ｎ型不純物領域の主要不純物の拡散係数は、前記埋め込み層の主要不純物の拡散係
数より小さい、
　ことを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　前記転送ＰＭＯＳトランジスタおよび前記リセットＰＭＯＳトランジスタは、ｎ型ポリ
シリコンで構成されたゲートを有する、
　ことを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の撮像装置と、
　前記撮像装置によって得られた信号を処理する信号処理部と、
　を備えることを特徴とするカメラ。


	header
	written-amendment

